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j'éSEL Silizium-Planar-Transistor BFY 37’ 37i

Ausfihrung
npn-Silizium-Planar-Transistor. Metallgehiuse, Kollektor 1st mit dem Gehduse verbunden,
Als BFY 37 i mit isoliertem Kollektor lieferbar.

Verwendung
Transistor fir kommerzielle Anwendungen.
Z.B. fir HF-Verstirker sowie allgemeine Zwecke.
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Grenzdaten
Verlustleistung Ty =25°C Piot 300 mW
. Tg =25°C 1 W
; Ty =25°C | Piot® 150 mwW
! Te = 25°C 230 | mw
Kallektor-Basis-Spannung Ty =25*°C Uceo 25 | v
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 20 W
Emitter-Basis-Spannung Uego 3 W
Kaollektor-Glaichstrom le 100 mA
Emitter-Gleichstrom —lE 100 | m&
Sperrschichlemparatur +Tj 175 | C
Minimale Gehdusetemperatur | Te 55 C
Maximale Lagertempearatur i + Tg 175 | C
Minimale Lagertemperatur | — Tg 55 | C
* nur BFY 371

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability



BFY 37

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability

SEL Transistor BFY37 Datasheet
Statische Kenndaten bei T, = 25°C
Kollektor-Basis- Ucg =20V lceo = 100 nA
Reststrom '
Kollektor-Emitter- | I =10mA, lg= 0,5 mA UcEsat 2 v
Restspannung
Basis-Emitter- le =10mA, lg= 05mA Uge 1 W
Spannung
Gleichstrom- Ugg =10V, lec=10mA B - 35
verstarkung
Warmewiderstand chne Kihlflache Rinu 0,5 'C/mW
(Sperrschicht-Gehduse) Rihe 0,15 “C/mw
ohne Kihlfliche Rinu® 1,0 “C/mwW
(Sperrschicht-Gehiuse) Rihg™ 0,65 ‘C/mW
* nur BFY 37
Dynamische Kenndaten bei Ty - 25 °C
I Emitterschaltung
Grenzfrequenz Ugg =10V, Ig =10 mA fr 270 - 200 MHz
Leistungs- lg =1mA, Ugg =5V Vp** 4 dB
verstirkung f = 10,7 MHz
Eingangs-
widerstand Im (hiqa)® 1,14 mS
Spannungs-
rickwirkung Im (hqgel® 152 3
Ausgangsleitwert Im (haze*) 335 uS
Eingangsleitwert Re(Y 110" 5 mS
Vorwirtssteilheit Yo1a® 27 mS
Ausgangsleitwert Re (Yaze) 4 mS
Ausgangs- Ugg =10V Cab 23 pF
kapazitit i
* nur BFY 37 ** nur BFY 37
'\r 2
Vp = (Y21e)

4 Re (Y11e) - Re (Ya2e)
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}éSEL BFY 37
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BFY 37
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